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В настоящей работе исследованы получение NixTi100-x-nSi, где (х-0; 25; 35; 58; 87; 100) диодов Шоттки (ДШ) и изучено 

влияния изменение микроструктуры пленки металла на электрофизические свойства NixTi100-x-nSi ДШ. Определены ос-
новные параметры ДШ в зависимости от состава и структуры пленок. В результате получено, что параметры NixTi100-x-nSi 
ДШ связаны с изменением состава и структуры пленки металла. 

 
 

Известно, что аморфные пленки металлов хорошо 
выполняют функции диффузионных барьеров в 
микроэлектронных структурах [1.6], и позволяют 
изготавливать диоды Шотки (ДШ) с высоким 
потенциальным барьером (до 1 эВ), что 
представляющий интерес для солнечной энергетики 
[1,2]. 

С изменением температуры и состава пленки 
металла происходит структурное изменение 
металлических сплавов, в связи с этим изменяются и 
параметры ДШ [2.5]. 

Данная работа посвящена получению NixTi100-x-nSi 
ДШ и изучению влияние изменение микроструктуры 
пленки металла на электрофизические свойства 
NixTi100-x-nSi ДШ. Влияние микроструктуры пленки 
металла на свойства контакта металл-полупроводник 
частично, рассмотрено в работах [4.6]. 

Для изготовления ДШ в качестве полупроводника 
использовали кремниевую пластинку n – типа с 
ориентацией (111) и удельным сопротивлением n – 
слоя 0,7 Ом·см. В качестве металла использовали 
сплав NixTi100-x (где х 0; 10; 25; 35; 58; 87; 100). 
Пленки сплава NixTi100-x получены методом 
электронно-лучевого испарения из двух источников. 
Структура сплава пленки контролировалась методом 
рентгенографического анализа, на промышленной 
установке ДРОН-2 [10]. Как известно [8], пленка 
сплава Ni35Ti65 имеет аморфную структуру, а 
остальные пленки – кристаллическую. 

В результате рентгенофазового анализа системы 
Ni-Ti установлено, в зависимости от количества 

атомов Ni до получения состава Ni35Ti65 периоды 
кристаллической решетки изменяются, не подчиняясь 
закону Вегарда [7]. 

Из литературы [7] известно, что Ti имеет 
объемоцентрированную решетку J с периодом 
элементарной ячейки а=3,33Å, Ni – имеет 

границентрированную решетку F с периодом а=3,52Å. 
Также есть сведения о существовании гексагональных 
модификаций этих компонентов. Однако, полученные 
нами дифрактограммы чистых элементов Ni и Ti 
показали, что рефлексы дифрактограммы 
индицируются на основе примитивных кубических 
решеток. Поэтому приняв за основу кубической 
решетки, проиндицировали рентгенограммы 
соответствующих различным составам NixTi100-x. 

Определено, что увеличение количества Ni в 
области 0, 10, 25, 35 приводит к кристаллизации 
образца. Однако, нет никаких закономерных 
изменений периодов решетки. Поэтому, по нашему 
мнению можно предположить, что растворы, 
полученные в системе Ni-Ti, не формируются с 
преобладанием одного из этих компонентов. 

Полученные нами составы не являются 
механической смесью компонентов. В этом случае на 
рентгенограммах должны были бы появляться 
отдельные линии компонентов, т.е. атомов Ni и Ti. 

По нашему мнению, изменение периодов и типов 
решеток связано со статистическим распределением 
отдельных атомов в неравноправных 
кристаллографических положениях  ( J→P:F→P ). 
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Рис.1. а) Зависимость высоты барьера и б) 
коэффициент неидельности от процентного 
состояния  
 

Высота барьера и коэффициент неидельности 
вычисляются по известной формуле [9]. 
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где S – площадь контакта, А0 – постоянная 
Ричардсона, Т – температура контакта, bϕ - высота 
потенциального барьера, n – коэффициент 
неидельности, V – потенциал смещения, k – 
постоянная Больцмана, е – заряд электрона. 

Указанные зависимости снимались при комнатной 
температуре, для диодов с площадью S – 1400 мкм2. 

Как отмечалось выше, в зависимости от 
количества атомов Ni до получения состава Ni35Ti65 
периоды кристаллической решетки нелинейно 
изменяются, с увеличением количества атомов Ni 
увеличивается высота барьера и уменьшается 
коэффициент неидельности ДШ рис. (1а и 1б). При 
составе Ni35Ti65 полученный образец является 
аморфным. Из рисунков видно, что к этому составу 
ДШ соответствует наибольшая высота барьера и 
наименьший коэффициент неидельности. 

С дальнейшим увеличением количества Ni (в 
области 35, 58, 87, 100) уменьшается высота барьера и 
увеличивается коэффициент неидельности ДШ. Это 
объясняется тем, что система Ni-Ti образует твердых 
растворов, где эти атомы статистически распределена 
в идентичных положениях. 

Сравнивая результаты рентгенофазового анализа и 
зависимости параметров ДШ от процентного 
состояния можно заключить, что параметры NixTi100-x-
nSi ДШ связаны с изменением состава и структуры 
пленки металла (то есть с изменением периодов и 
типов решеток (J→P:F→P). 
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